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[はじめに]  マイクロチャンネルエピタキシー(MCE)は格子不整合の大きいヘテロエピタキシー

における優れた転位低減化手法であり、例えば Si 基板上の無転位 GaAs 領域の成長に成功してい

る[1]。降温速度を0.1℃/minと遅くし、Fig.1のようなマスクパターンを用いたMCEでは横幅200μm、

厚さ 6μm、縦横比 33 と広く薄く理想的な GaAs成長層を再現性良く得られる[2]。スパイラルステ

ップのフィッティングにより成長中の過飽和度を求めたところ、5×10
 -4と非常に低い値が得られ

ている[3]。しかし、このような低い過飽和度でも、積層欠陥（SF）がステップ源となり永続的に

ステップを供給していることが観察されたので報告する。 

[実験] Gaメルトを使用したスライドボード式 LPEにより、(001)GaAs基板上に GaAsのMCE

をおこなった。幅 15μm、周期 252μmのマイクロチャンネルを<011>方向から 15°傾けて SiO2

マスク上に作製した。Fig.1に示すように、基板の端の 2mmは GaAs基板が露出している領域を

設けて、成長端でのエッジ効果を抑制した。飽和温度 550℃、飽和時間 3時間、初期過飽和度 1℃、

降温速度 0.1℃/minの条件で 20時間MCEをおこなった。 

[結果と考察]  Fig.2にMCE成長層表面の微分干渉顕微鏡写真を示す。<01-1>方向に沿って SF

が存在し、そのエッジから 2 次元核が発生して永続的なステップを供給している様子が観察され

た。円形の 2次元核の形成には大きな過飽和度を必要とするが、SF上では、Fig.3に示す様な形

状の 2次元核が発生することが可能である[5]。この様な形状の 2次元核は曲率が大きく、非常に

低いステップ自由エネルギーを持つ。その結果、今回の実験のように低い過飽和度でも、2 次元

核の発生が可能になったものと考えられる。 
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Fig.1 Mask pattern used 

in MCE 

Fig.2  Nomarski image of surface 

of GaAs MCE layer 

 

 

  

Fig.3  Bow-shaped 2D-nucleation 

at stacking fault 
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